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(54) Ude: PROCESS FOR OPTICAL DATA STORAGE 
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR OPTISCHEN DATENSPEICHERUNG 
(57) Abstract 

In a process for optica] data storage in a material containing a carrier and a storage layer containing a matrix and a chrom- 
ophobe, spectral holes are produced in the absorption bands of the chromophore in the storage layer using light of different fre- 
quency. The matrix used is microporous or has a cage or layer structure, and the chromophore is adsorbed on the matrix surface 
in each case. Hie spectral holes are made in the absorption bands of the chromophore at a temperature greater than or equal to 50 
KL 

(57) Znsammenfassnng 

Verfahren zur optiscben Datenspeicherung in einem WerkstoiT, enthaltend einen TrSger und cine Speicherschicht, die eine 
Matrix und einen Chromophor enthfilt, wobei in der Speicherschicht mit Iicht unterschiedlicher Frequenz spektrale LScher in 
den Absorptionsbanden des Chromophors erzeugt werden, indem man eine Matrix verwendet, die mikropords ist oder eine Ka~ 
fig- oder Schichtstruktur aufweist, wobei jeweils der Chromophor an der Matrixoberflache adsorbiext ist, und man die Erzeugung 
der spektralen LOcher in den Absorptionsbanden des Chromophors bei einer Temperatur von > 50 K vornimmt 
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Verfahren zur optischen Datenspeicherung 
Beschreibung 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur optischen 
Datenspeicherung in einem Werkstoff, enthaltend einen TrSger und eine 
Speicherschicht, die eine Matrix aus anorganischem oder organischero 
Material und einen Chromophor, der an der Matrixoberf lache adsorbiert ist, 
enthalt, wobei in der Speicherschicht mit Licht unterschiedl icher Frequenz 
10 spektrale Locher in den Absorptionsbanden des Chromophors erzeugt werden. 

In einer Vielzahl von Speichersystemen, beispielsweise in CD-ROM- 
Speichern, werden Informationen optisch gespeichert. Die Speicherdichte 
ist zwar urn den Faktor 10 bis 100 hoher als bei konventionellen magne- 

15 tischen Speichern, jedoch wird die maximal erreichbare Dichte durch die 
zweidimensionale Punktspeicherung auf der Oberfiache des Speichermediums 
auf ca. 108 bit/cm* begrenzt. Der Grund fUr diese Begrenzung ist, da£ sich 
ein Laserstrahl mit einer WellenlSnge von ca. 800 nm, wie er im allge- 
meinen zum Auslesen von Informationen aus optischen Speichersystemen 

20 verwendet wird, durch Beugungserscheinungen nicht weiter als bis auf ca. 
1 fan* fokussieren ISpt, so dap nicht mehr als 108 Punkte pro cm* optisch 
unterschieden werden konnen. 

Eine Erhohung der Speicherdichte ist allerdings dann moglich, wenn eine 
25 weitere Dimension filr die Speicherung hinzukommt. Dies kann erreicht 

werden, wenn man z.B. unter Verwendung der Monochromasie des Laserlichtes 
zu spektralen Lochbrennverfahren Bbergeht und damit als dritte Dimension 
fur die Speicherung die Frequenz des Laserlichtes verwendet, d.h. indem 
man einen frequenzselekti ven optischen Datenspeicher erzeugt. Zur naheren 
30 Erlauterung der frequenzselekti ven optischen Datenspeicherung, die auch 
als Frequency Domain Optical Storage (im folgenden "FDOS" genannt) be- 
zeichnet wird, wird auf die US-A-4 101 976 sowie US-A-3 896 420 verwiesen, 
auf die im ubrigen zur Erlauterung aller hier nicht im einzelnen beschrie- 
benen Begriffe ausdrucklich Bezug genoiranen wird. 

35 

Bei der FDOS nutzt man aus, dap Chromophore, z.B. chromophore Moleklile, 
Atome, Ionen oder deren Aggregate, die in nicht streng geordheten Wirts- 
matrizen, beispielsweise in realen Kristallen oder Glasern (Polymere oder 
gefrorene Losungsmittel), eingelagert sind, eine starke inhomogene Ver- 
40 breiterung der Spektrallinien in Absorption und Emission zeigen. Dies 
liegt an der gro0en Zahl leicht unterschiedl icher Einbaulagen ("sites"), 
die die Chromophore in der Matrix einnehmen konnen. Durch uberlagerung der 
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nn f L Un k d ol eS e s r UnterSChiedl5che " Einbaulagen verschobenen Absorptions- 

ixzzzz r;. e,ner ,nhomo9en — w~ ., t ^ 

5 Das Brennen pennanenter Locher beruht nun darauf, dap bei tiefer Temn.r, 
tur durch Einstrahlung von monochromatischem Laser! Icht r.!-Z Tempera - 
MolekUle entweder chemisch reagieren i^tJS^J^^T^ 
erne Konformationsanderung des Wirt-Gast-s,stems induzieren photophvs ka - 

pt^nzen 9an9e bei "-pranglicnen 

zei g t a an h S °™" e " det f tiert « Absorptions- oder Anregungsspektrum 
zeigt an der Stelle der Brennfrequenz ein spektrales Loch. Aus der Linisn 
15 formfunkt,on des Lochs kann man die homogene Linienbreite r„ besti^n. 

Die homogene Linienbreite r H steigt mit zunehmender Temperatur stark an 
und we,st bei alien Systemen, auch weit unter RaumtempeJatur unge^rden 

20 llllTz T *7 Halb " ertSb ^ *I <r Absorptionsba de auT Aus 
20 diesem Grund und aufgrund der starken Elektron-Phononkopplung ist bet 
spektralen Lochbrennen in der Regel eine sehr tiefe Temperatur (ca Tk) 
erfordernch, wobei flUssiges Helium als KOhlmittel anzuwenden ist! 

Ausgehend von diesen physikalischen Prinzipien ISBt sich die maximal 

17ZT? SP6lCherdlChte °> tis < h " Richer -/dem fol ndln ^g 
erhohen: An e.nem fokussierten Laserpunkt wird die Frequenz des Lasers 
vamert, so dap in die Absorptionsbande der im Fokus mU Licht teZ- 
schiagten HolekUle in gewissen Frequenzabstanden spektrale Lolr^rannt 



werden. 

30 



Das auf diese Weise erzeugte Loch/Nichtloch-Muster enthSlt dann die Bit- 

untersch,edl,cher Verfahren, beispielsweise mittels Frequenzmodulations- 
techniken, schnell ausgelesen werden. "wauiations 

35 

Die in der Frequenzdimension erreichbare Speicherdichte hangt davon ab 

: rde? ~ L6Ch6r " inh ° m ° 9ene B3nde d6S ^-"-mediums gebr nt 
Bande r h " nen ' ""T -M l"*"*"" Ha ^wertsbreite der inhomogenen 

40 ^ ^S^^iTT! 1 ' (L ° Chbreite) r « -gedrOckt werden kann. 
40 Dieses verhaltn.s betragt bei bekannten Systemen in der Regel 102 bis 10* 
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Die Kapazitat eines Lochbrennspeichers erweitert sich somit auf ca. 
1011 bit/cro2 und liegt dainit deutlich Uber der Speicherdlchte konventio- 
neller optischer Speichermedien, die, wie. bereits ausgefUhrt, aus opti- 
schen Grunden keine gropere Speicherdichte als ca. 10© bit/cm* erreichen 
5 konnen. 

In J.Phys.Chem. 92 (1988), Seiten 5069 bis 5072, ist die Erzeugung 
spektraler Locher in den Absorptionsbanden von an jr-Aluminiumoxid oder 
Silicagel adsorbierten Benzoxazinfarbstoffen bei einer Temperatur von 
10 1,6 K beschrieben. 

Der Nachteil der bisher durchgefuhrten Verfahrensweise ist aber, wie be- 
reits oben ausgefUhrt, darin zu sehen, dap sie bei der Temperatur des 
flussigen Heliums (4,2 K) vorgenommen wird. Bei den Qblichen FDOS-Verfah- 

15 ren nimrat mit zunehmender Temperatur, z.B. bei 10 bis 40 K, die Kopplung 
des Chromophors an niederfrequente Anregungen, beispielsweise an Phononen 
der Matrix, stark zu. Durch diese Kopplung des eingelagerten Chromophor- 
molekuls verbreitert sich einerseits die Halbwertsbreite r H und damit die 
Lochbreite des Chromophormolekiils sehr schnell, wahrend andererseits die 

20 Phononenseitenbande auf Kosten der Nullphononenlinie stark an Intensitat 
zunimmt, so dap im oben genannten Temperaturbereich keine Oder zumindest 
keine schmalen Locher mehr gebrannt werden konnen. 

Aus anwendungstechnischen Grunden ist es jedoch wQnschenswert, nicht mit 
25 flussigem Helium als KQhlmittel, sondern beispielsweise mit dem erheblich 
preiswerteren flussigen Stickstoff arbeiten zu konnen. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein neues Verfahren fur 
die frequenzselektive optische Datenspei cherung bereitzustellen, in dem 
30 mit Licht unterschiedlicher Frequenz spektrale Locher in Absorptionsbanden 
von chromophoren Substanzen bei solchen Temperaturen erzeugbar sind, wie 
sie durch Kuhlung mit flUssigem Stickstoff erreicht werden. 

Es wurde nun gefunden, dap die optische Datenspei cherung in einem Werk- 
35 stoff, enthaltend einen Trager und eine Speicherschicht, die eine Matrix 
aus anorganischem Oder organischem Material und einen Chromophor enthalt, 
wobei in der Speicherschicht mit Licht unterschiedlicher Frequenz spek- 
trale Locher in den Absorptionsbanden des Chromophors erzeugt werden, 
vorteilhaft gelingt, wenn man eine Matrix verwendet, die 

40 

a) mikroporos ist, wobei die Porenweite der Matrix groper ist als der 
Molektildurchmesser des Chromophors, oder 

b) eine Kaf igstruktur aufweist oder 

c) eine Schichtstruktur aufweist, 
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wobei jewel is der Chromophor an der Matrixoberflache adsorbiert ist und 
man die Erzeugung der spektralen Lpcher in den Absorptionsbanden des 
Chromophors bei einer Temperatur von a 50 K vorninnnt. 

5 Der im erf i ndungsgemSBen Verfahren zur Anwendung kommende Werkstoff weist 
einen Trager auf, wobei als Trager zweckmSBig transparente Trager wie 
Glas oder Kunststoffe in Betracht kommen. Seeignete Kunststoffe sind bei- 
spielsweise Poly (roeth) aery late, Polycarbonate, Polyester, Epoxide Poly- 
olefine, z.B. Polymethylpenten, Polyamid, Polyvinylchlorid, Polystyrol 
10 oder Polyvinylester. 

Die Speicherschicht des im erf i ndungsgemSBen verfahren zur Anwendung kom- 
menden Werkstoffs enthSlt eine Matrix und einen Chromophor. 

15 Die Matrix besteht aus anorganischera oder organischem Material. Sie ist 

a) mikroporos, wobei die Porenweite der Matrix grSBer ist als der Mole- 
klildurchmesser des Chromophors, oder weist 

b) eine Kaf igstruktur oder 
20 c) eine Schichtstruktur auf. 

wenn die Matrix mikroporos ist, besitzt sie in der Regel eine amorphe oder 
mikrokristalline Struktur mit heterogener Oberflache. Die Matrix kann 
we.terhin auch eine Oberflache innerhalb einer Kafig- oder Schichtstruktur 
25 aufweisen, die eine Einlagerung oder Interkalation des Chromophors er- 
laubt. Derartige Strukturen stellen eine Reihe energetisch unterschied- 
licher Platze zur Verfugung. 

Seeignete mikroporose anorganische Matrices stammen z.B. aus der Reihe der 
30 Aluminiumoxide, wie a-Aluminiumoxid, p-Aluminiumoxid, r -Aluminiumoxid oder 
*-Aluminiumoxid, oder der Si liciumdioxide, wie Kieselgel oder Kieselgur. 

Solche Produkte sind an sich bekannt und beispielsweise in Ullmanns 
Encyklopadie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 7, Seiten 298 bis 
35 299, sowie Band 21, Seiten 454 und 458 bis 459, beschrieben. 

Geeignete mikropor6se organische Matrices kSnnen z.B. aus kleinen kugel- 
formigen Polymertei Ichen (Durchmesser: ca. 10 bis 10 000 nm) aufgebaut 
sein, wobei der Raum zwischen den Teilchen die Mikroporen darstellt Sol- 
40 che Produkte sind an sich bekannt und werden z.B. als Eichstandards in der 
Elektronenmikroskopie angewandt. Sie stammen z.B. aus der Polvstvrolreihe 
(US-A-4 937 171). 
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Geeignete anorganische Matrices mit Kaf igstruktur stammen z.B. aus der 
Reihe der Zeolithe Oder der nicht-zeol ithischen Molekularsiebe. Zeolithe 
sind kristalline Aluminosilikate, die eine hochgeordnete Struktur mit 
einem starren dreidimensionalen Netzwerk von SiO*- oder A104-Tetraedern 
5 besitzen, die durch gemeinsame Sauerstoffatome verbunden sind. Das Ver- 
haltnis der Silicium- iind Aluminiuraatome zu Sauerstoff betragt 1:2 (siehe 
Ullmanns Encyclopadie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 24, 
Seite 575. Die Elektrovalenz der Aluminium enthaltenden Tetraeder ist 
durch Einschlup von Kationen in den Kristall, z.B. eines Alkalimetall- 
10 oder Wasserstof f ions, ausgeglichen. Ein Kationenaustausch ist moglich. Die 
RSume zwischen den Tetraedern sind vor der Dehydration durch Trocknen oder 
Calcinieren von WassermolekQlen besetzt. 

Entsprechend ihrer Struktur werden Zeolithe in verschiedene Gruppen unter- 
15 teilt. So bitden bei der Mordernit-Gruppe Ketten oder bei der Chabasit- 
Gruppe Schichten aus Tetraedern die Zeol ith-Struktur, wShrend sich bei der 
Faujasit-Gruppe die Tetraeder zu Polyedern ordnen, z.B. in Form eines 
Kubooktaeders, der aus vierringen Oder Sechsringen aufgebaut ist. Je nach 
Verknupfung der Kubooktaeder, wodurch unterschiedl ich grope Hohlraume und 
20 Poren entstehen, unterscheidet man Zeolithe vom lyp A f L, X oder Y. 

FQr das erf indungsgemSpe Verfahren in Betracht kommende Zeolithe sind 
solche aus der Mordenit-Gruppe, engporige Zeolithe vom Erionit- oder 
Chabasit-Typ oder Zeolithe vom Faujasit-Typ, z.B. Y-, X- oder L«Zeolithe. 
25 In diese Gruppe von Zeolithen gehoren auch die sogenannten "ultrastabi len" 
Zeolithe des Faujasittyps, d.h. dealuminierte Zeolithe. Verfahren zur 
Herstellung solcher Zeolithe sind z.B. in der US-A-4 512 961 beschrieben. 

Weiterhin zu nennen sind Zeolithe vom Pentasiltyp. Diese haben als Grund- 
30 baustein einen aus Si04-Tetraedern aufgebauten FQnfring gemeinsam. Sie 
sind durch eine hohes Si02:Al 203-VerhSltnis gekennzeichnet sowie durch 
Porengropen, die zwischen denen der Zeolithe von Typ A und denen vom Typ X 
oder Y liegen. 

35 Geeignete anorganische Matrices mit Schichtstruktur stammen z.B. aus der 
Reihe der Tone, wie Bentonite oder Montmori llonite. 

Solche Produkte sind an sich bekannt und beispielsweise in Ullmanns 
Encyklopadie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 23, Seiten 311 bis 
40 326, beschrieben. 

Geeignete organische Matrices mit Schichtstruktur konnen z.B. aus 
geeigneten Obereinanderl iegenden Kunststof fol i en aufgebaut sein. 
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Bevorzugt ist eine Verfahrensweicp *„ ^ 

wendet, die eine Hatri* ™2^^™^^<«<** - 

Seiche Matrices weisen eine grope Temperaturbestandigkeit ei „e hone 
5 Fest.gke.t und ein gunstiges Adsorptionsvennogen auf 

Besonders hervorzuheben ist eine Verfahrensweise in h„ 
cberscbicht verwendet, die eine n^o^^lZ™ ^itlr'i 
o ces aus der Keihe der Alu m i n iu m oxide Oder .•lIcl-l^St^'TS: 

z~o^^ -rices rtt einer spe- 

100 i»2/g. "indestens 30 mVg und vorzugsweise mindestens 



15 Als Chromophor, der in der Speicherschicht des Werksto^ ^ .* 

kommt z.B. ein Farbstoff in Betracht d J WerltStoffs enthalten ist, 
ist. vorzugsweise verwend t « 51 Far toffe^T 7?"* 
bereich von ca. 400 bis 1100 * absoJbiereT Wellenlangen- 

20 Geeignete Chromophore stammen z.B. aus der Klasse d»r *„*k. k 

«.«,.,.«,.„„,.. Porphjrl „., CarbKol . o - ^^ s ~'--. 

Diasa Farbstoffa sind an slch bakannt und 2... In k venkatar™.. .t» 

stoffe. Matbinfarbstaf,.. Q-n*-^LS^TS222"ir*T 

Bevorzugt ist eine Verfahrensweise, in der sich ein rhr- n nh 
ki,,c 0 . . " ein Chromophor aus der 

Basondars bavorzugt Ist aina Varfabrans»aisa, in dar slch ain cnr™™,.. 

ZZ d US " A " thr " hl "»»- ox M ..;.rbsto« „ £ ST 
schicht des Werkstoffs befinden. speicner 

40 Ganz besonders hervorzuheben ist eine Verfahrensweise, in der sich 
~ S " b 0 rfinde r :: ylVi0lett ^ °~ - ^icherschicht des 



35 
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Der Chromophor ist an der Matrixoberflache adsorb iert. Unter Adsorption im 
erfindungsgemSpen Sinn wird dabei sowohl die Physi sorption, d.h. die Aus- 
. bildung von WasserstoffbrGckenbindungen Oder van der Waalschen-Bindungen 

zwischen Chromophor und MatrixoberflSche, als auch die Chemisorption, d.h. 
5 die Ausbildung von ionischen Bindungen, kovalenten Bindungen oder koordi- 
nativen Bindungen zwischen Chromophor und Matrixoberflache, verstanden. 

Der Chromophor kann dabei direkt oder auch mittels einer externen funk- 
tionellen Gruppe (z.B. eines basischen oder sauren Rests), die Qber einen 
10 Spacer mit dem Chromophor verknilpft ist, an die Matrixoberflache adsor- 
biert sein. 

Die Adsorption des Chromophors an der MatrixoberflSche erfolgt nach an 
sich bekannten Methoden. Beispielsweise kann man die Matrix mit einer 
15 Losung des Chromophors in einem Losungsmittel behandeln. 

Geeignete Losungsmittel sind z.B. Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropa- 
nol, Butanol, Diacetonalkohol, Methyl ethylketon, Benzol, Toluol, Bromo- 
form, 1,1,2-Trichlorethan, Methylenchlorid, Diethylether, Methyl-isobutyl- 
20 ether, Chlornaphthalin oder deren Mischungen. AbhSngig von der chemischen 
Struktur des Chromophors kommt auch Wasser oder eine kompatible Mischung 
rait den obengenannten Losungsmitteln in Betracht. 

Zweckmapig weist die Losung einer Konzentration an gelostem Chromophor von 
25 10" 6 bis ID' 3 mol/1 auf. 

Danach kann die Matrix bei einer Temperatur von 0 bis 150°C getrocknet 
werden. Zweckmapig fUhrt man den Trocknungsschritt unter vermindertem 
Druck (z.B. 10~ 5 bis 1 mbar) durch, um so zu gewahrleisten, dap das 
30 Losungsmittel vollig entfernt wird. 

Bei verwendung von Aluminiumoxiden oder Siliciumdioxiden als Matrix be- 
tragt die Menge an Chromophor, die an der Matrixoberflache adsorbiert 
wird, im erf indungsgemapen Verfahren in der Regel bis 10~ 3 mol 

35 Chromophor/g Matrix, vorzugsweise 10" 6 bis lO^ 4 mol Chromophor/g Matrix. 
Dies entspricht in der Regel einer Belegung der MatrixoberflSche (BET) von 
10-3 bis 1 %, vorzugsweise 10~2 bis 10" 1 %. Unter diesen Bedingungen ist 
die Kopplung des Chromophors an die niederfrequenten Anregungen, z.B. an 
Phononen der Matrix, deutlich verringert. 

40 

Die so erhaltene Speicherschicht kann dann auf den Trager gebracht werden. 
ES ist auch moglich, zunachst die unbehandelte. Matrix auf dem Trager auf- 
zubringen und die Behandlung mit der Chromophorlosung anschliepend vor- 
zunehmen. 
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Das Aufbringen der Matrix auf den Trager erfolgt nach an sich bekannten 
Methoden, beispielsweise kann eine Matrixdispersion in einem inerten 
Losungsmittel (siehe die oben beispielhaft genannten Losungsmittel), gege- 
benenfalls in Gegenwart von Hilfsroitteln, z.B. Bindeinitteln oder Haftver- 
5 mittler, durch Rakeln, Schleudern, Giepen oder Tauchen auf den Trager 
gebracht werden, wonach sich ein Trocknungsprozep anschliept (Temperatur: 
0 bis 150°C, Druck 10~5 bis 1 mbar). Es ist auch moglich, die Speicher- 
schicht in Glas- oder geeignete Kunststoffbehalter (z.B. in Glasrohren) 
einzuf ullen und diese abzuschmelzen. 
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Als Lichtquelle im erf indungsgemSpen Verfahren eignen sich solche Licht- 
quellen, die schmalbandiges Licht eroittieren und kontinuierlich durch- 
stimrabar sind, beispielsweise durchstimmbare Farbstofflaser, durchstimm- 
bare Festkorperlaser, z.B. der Titan-Saphir-Laser, oder Halbleiterlaser. 

Die Temperatur, bei der im erf indungsgemapen Verfahren die spektralen 
Locher in den Absorptionsbanden des Chromophors erzeugt werden f betrSgt 
* 50 K vorzugsweise 2 77 K. 

20 Dieser Temperaturbereich wird z.B. erreicht, wenn man den Werkstoff mit 
flQssigem Stickstoff kflhlt. 

Die im erf indungsgemapen Verfahren erzeugten spektralen Locher in den 
Absorptionsbanden des Chromophors weisen in der Regel eine Lochbreite von 
25 10 bis 20 cnr* auf, womit der Speicherplatzzuwachs auf der Frequenzachse 
Cr H /ti) im Bereich von 50 bis 100 bit/Absorptionsbande liegt. Geraeinsam 
mit einer ortlichen maximalen Speicherdichte von 108 bits/cm* ergibt sich 
somit eine Gesamtspeicherdichte von 5 • 109 bis 1010 bits/cm2. 

30 Bei transparent^ Werkstoffen erfolgt die Detektion der im erf indungsge- 
mapen Verfahren erzeugten spektralen Locher durch Transmission und bei 
nicht-transparenten Werkstoffen mittels Fluoreszenzanregungsspektroskopie. 
Dabei wird auch das Lesen der Information bei einer Temperatur von a 50 K, 
vorzugsweise * 77 K, vorgenommen. 
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In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann das 
erfindungsgemSpe Verfahren mit einem Chromophor, der ein Zwei-Photonen- 
Vier-Niveau-System (2P4N-System) aufweist, wie z.B. in der US-A-4 458 345 
beschrieben, durchgefuhrt werden. 

Der Vorteil des erf indungsgemapen Verfahren besteht darin, dap es bei 
wesentlich hSherer Temperatur durchgefiihrt werden kann als die bisherigen 
Verfahren, so dap auf die Kuhlung mit flOssigem Helium verzichtet werden 
kann. 
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Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung n3her erlautern. 

i Beispiel 1 

5 1 g y-Aluminiumoxid mit einer spezifischen Oberflache von 110 g/m2 wurden 
bei 20°C rait einer Losung von 10" 7 raol Chinizarin in 20 ml Methylenchlorid 
getrSnkt. Anschliepend wurde bei 20°C und 10~ 5 mbar 1 Stunde getrocknet. 

Das so erhaltene Speichennaterial, das eine Belegung mit Farbstoff von 
10 0,1 %, bezogen auf die spezifische OberflSche (BET) von j*-Aluminiumoxid, 
aufwies, wurde in eine Glaskilvette (Innenabmessung: 1 ram x 10 mm x 20 inn) 
eingeschmolzen. 

Der so erhaltene Werkstoff wurde mit flQssigem SticJtstoff auf 80 K ge- 
15 kQhlt, 

Mittels eines Coherent CR 699-21 Ringfarbstoff lasers wurden bei dieser 
Temperatur innerhalb von 300 Sekunden mit einer Leistungsdichte von 
1,5 nw/cm* Locher in der Absorptionsbande von Chinizarin erzeugt. Die 
20 Halbwertsbreite r H der spektralen Locher betrug 13,3 cm" 1 . Ihre Tiefe 
betrug 2 %. 

Beispiel 2 

25 Man arbeitete analog Beispiel 1, erzeugte jedoch die Locher in der Ab- 
sorptionsbande innerhalb von 500 Sekunden mit einer Leistungsdichte von 
12 mW/cm2. Die Halbwertsbreite r H der spektralen Locher betrug 18,8 cnT* 
( = 564 GHz) . Ihre Tiefe betrug 5 %• 

30 Beispiel 3 (Vergleich) 

Man arbeitete analog Beispiel 1, erzeugte jedoch die Locher in der Ab- 
sorptionsbande bei 1,6 K innerhalb von 40 Sekunden mit einer Leistungs- 
dichte von 5 ^W/cro2. Die Halbwertsbreite der spektralen Locher betrug 
35 0,035 cm" 1 (= 1,02 GHZ) : Ihre Tiefe betrug 2 %. 

Beispiel 4 

Der Werkstoff wurde analog Beispiel 1 hergestellt. Anstelle der Chiniza- 
* . 40 rinlosung wurde jedoch eine Losung von 10~ 7 mol Kresylviolett in 20 ml 

Methanol verwendet. Das erhaltene Speichennaterial wies eine Belegung von 
ca. 0,5 %, bezogen auf die spezifische Oberflache (BET) von 
jr-Aluminiumoxid # auf. 
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Mittels eines Coherent CR 699-21 Ringfarbstoff lasers wurden bei 80 K 
innerhalb von 600 Sekunden mit einer Leistungsdichte von 42 mw/cn* L5 cher 
in der Absorptionsbande von Kresylviolett erzeugt. 

5 betrug al lT tSbreite ^ ^ L6cher betru 9 15 ^re Tiefe 

Beispiel 5 (Vergleich) 

10 Man arbeitete analog Beispiel 4, erzeugte jedoch die LScher in der Ab- 
sorptionsbande bei 1,6 IC innerhalb von 40 Sekunden nit einer Leistunas- 

o7ll-r< 'is 2T * ™ b ™^° r H der spektralen Louche ttrug 
0,5 cm * (= 15 6Hz). Ihre Tiefe betrug 0,5 %. 

" und r,TTT n T B6iSPiele Z6i9en ' daP ' ^lichen "it den Beispielen 3 
md 5 (1,6 K ). die Lochbreite in den Beispielen 1, 2 und 4 (80 K) zwar 
deutnch zunimmt, aber immer noch so schmal 1st, dap ca. 10 bis 100 Locher 
(entsprechend einer Zunahme der Bitzahl von 10 bis 100 pro Laserspot) in 
der Absorptionsbande erzeugt werden k6nnen. 
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PatentansprUche 

Verfahren zur optischen Datenspeicherung in einera Werkstoff, ent- 
haltend einen TrSger und eine Speicherschicht, die eine Matrix aus 
anorganischem Oder organischem Material und einen Chromophor enthalt, 
wobei in der Speicherschicht mit Licht unterschiedlicher Frequenz 
spektrale Locher in den Absorptionsbanden des Chromophors erzeugt 
werden, dadurch gekennzeichnet, dap man eine Matrix verwendet, die 

mikroporos ist, wobei die Porenweite der Matrix gr&per ist als 
der MolekGldurchmesser des Chromophors, oder 
eine KSf igstruktur aufweist oder 
eine Schichtstruktur aufweist, 

15 wobei jeweils der Chromophor an der MatrixoberflSche adsorbiert 1st, 
und man die Erzeugung der spektralen Locher in den Absorptionsbanden 
des Chromophors bei einer Temperatur von £ 50 K vornimmt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dap man die Erzeu- 
20 gung der spektralen Locher bei einer Temperatur von * 77 K vornimmt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dap man eine Matrix 
aus anorganischem Material verwendet. 

25 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dap man eine Matrix 
verwendet, die mikroporos ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dap man als Chromo- 
phor einen Farbstoff aus der Klasse der Anthrachinon-, Phthalocyanin-, 
30 Porphyrin-, Carbazol-, Oxazin-, Naphthalocyanin-, Methin-, Quadrat- 
saure-, Azo-, Dipheny lmethan-, Triphenylmethan-, Metal lkomplex-, 
Thiazin- oder Phenazinfarbstoffe, der indigoiden Farbstoffe oder der 
Metal 1-Dithiolene verwendet. 
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